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고지향성 가청 주파수 생성장치 및 통신기술 금속성 탄소나노튜브를 제거한 
탄소나노튜브 반도체 소자 제조기술

027 028

초음파 주파수와 인접한 주파수를 압전소자에 인가함에 따라 비선형 중첩
에 의한 고지향 특성을 가지는 가청 주파수를 생성하는 기술

고품질 탄소나노튜브 반도체 소자 제조를 위한 금속성 탄소나노튜브 제거 
방법

인체를 전도체로 이용하여 신호를 전달하는 통신방식을 아시나요? 

인체통신이란, 전선이나 공기를 매질로 신호를 전달하는 통신방식이 아니라, 인체를 전도

체로 이용하여 신호를 전달하는 통신방식입니다. 

인체통신 기술이 상용화되어 일상에 접목된다면, 신분증이 없어도 본인 인증이 가능하고 

인체통신 송신모듈이 장착된 패드를 통해 쉽게 텔레비전과 같은 전자기기를 작동할 수 있

게 됩니다. 노인과 같은 기술 취약 계층들에게 첨단 기술 접근성을 높여줄 수 있는 기술이

지요. 인체통신 기술 중 음향을 사용하여 별도의 수신장치 없이 특정인에게 음향신호를 제

공할 수 있는 기술을 KRISS가 보유하고 있습니다. 고지향성 가청 주파수 생성장치 및 생

성방법에 관한 기술을 통해 휴대폰, 컴퓨터, 새로운 전자기기에 놀라운 성능을 더해보시길 

바랍니다. 

꿈의 신소재라 불리는 탄소나노튜브는 구리와 전기전도율이 같고 열전도율은 다이아몬드와 같으며 강도

는 철강의 100배에 달하는 우수한 특성을 가지고 있습니다. 이는 반도체부터 2차전지, 자동차 및 항공기 

소재로 그 활용 영역이 무궁무진합니다. 

하지만 반도체성 및 금속성이 혼재하여 존재하는 탄소나노튜브는 반도체 소자를 제조할 때 전자 수송력

이 높은 금속성으로 인해 전도 조절이 가능한 반도체를 만들기 어렵다는 문제점이 존재합니다. 이런 문제

점으로 인해 높은 전압을 가하여 저항이 낮은 금속성 탄소나노튜브를 열에 의해 제거하는 방법을 사용하

지만 600℃ 이상의 높은 온도 때문에 절연체 기판층이 열에 의해 손상될 위험이 있습니다. 

KRISS '탄소나노튜브 반도체 소자 제조방법'을 통해 이러한 위험을 해결해보세요!

해당 기술은 절연체 기판을 외부 열로부터 보호함과 동시에 반도체 소자의 성능 저하를 방지하면서 금속

성 탄소나노튜브를 선택적으로 제거할 수 있다는 장점이 있습니다.

특허등록번호
10-1255552

특허명
고지향성 가청 주파수 생성장치,

생성방법 및 그 기록매체

대표발명자
김용태

특허등록번호
10-1339953

특허명
탄소나노튜브 반도체 소자 제조방법

대표발명자
배명호



탄소나노튜브 반도체 소자 제조방법

기술개요 만도체가술_개병소자/신소자기W

• 탄소 나노# M 트랜지스터(c어t on nanotube transistor) 나노와이어 전게 효과 소재Nanowire -
field effect trans;st ri로서 러 |난전자 및% 어동도，열과 빛에 대한안정성. 특유의 가요성(ftexfbitity)
통으로 언하여 CMOSIcomplementa며meEah oxtde semiconductor) 인버터훌포함한 각총논려소자

또는 각총 메모려 소자 % 다양한 S야이서연구가 활발혀진행되고 있다.

• 탄소나노튜브는 단일벽탄소나노#M WCNT), 이종벽 e소나노#브(DWCIMT).
다종벽탄소나노류M(MWCNU 로寒형，카본나노혼. ■러렌 내포형동으로 M 할수 있으며반도채성
탄소나노#브및금속성탄소나노튜브가 훈재하여 존재한다. 예들 풀면 단일벽탄소나노#보의 경우

약 1/3이금속성탄소나노튜브이고 나머지가반도체성탄소나노튜브이다. 탄소나노튜브들 이용하여

반도체 소자들제조하는경우 teS 에- off ratio가필요하하 S1E채 갭이 필요한 경우금속성

탄소나노튜브로 인하여 그활용이재한된다는 문제가 있다.

기술의장점 및기대효과
_

■ 본발명의 일양태에 따르면절연체 가판 소스-드레인전극 및탄소나노튜M로구성된채널충을 포함하는
반도체 소자애 감광울잘율도포하는 단게와소스-드레인전극에 소정의 전압울 인가하여 상기채널충 종

금속성 탄소나노튜브 상부에 E S S 감광울잘율제거하는 단계 및상기반도체 소자에 소정 시간동안
열처려돌 수행하여 상기금속성 탄소나노튜브돌 제거하는 단게롭 포함하는 e 소나노튜브 반삐 소자

제조방법율 제공한다.

• 탄소나노튜브 어레 |종 반도채 튜브만율 선택적으로 활용하게 되면 탄소나노류M 어뼈이들 활용한

논리소자흡 제작할 수 였게 된다. B 발명인 탄소나노튜브 반도체 소자제조방법온 절연체 기판울 외부

g로부터보호함과 동시에，이로 인한 반도체 소자 상의성농 저하들 방지하면서 금속성탄소나노튜브皇

선택적으로 제거할 수 있다.

활용가능 분야

* 탄소나노튜브묻 활용한 논려 소자
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탄소나노튜브 반도체 소자 제조방법

주요도면

10 절연체 기판 20 채널충 30 소스『드레인전국

40 길광■질 50 개미트 철연충 的 개이트 전극


